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69 Verfahren zum Erzeugen elner lyophoben Schicht.

€) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer
lyophoben Schicht auf dem Dusentrager eines mit Fliissig-
keitstropfchen arbeitenden Schreibgerates. Um eine Schicht
zu erhalten, die gleichmaBig und porenfrei ist, die Diisendff-
nungen nicht Gberdeckt und deren Dicke leicht zu steuern ist,
ist erfindungsgemaB vorgeschlagen, daB die Schicht in einer
Hochfrequenz-Niederdruck-Glimmentladung aus einer organi-
schen Verbindung direkt auf dem Dusentrager (9) erzeugt
wird.
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Veffahréﬁ'Zﬁm'ErZeugen“einer'Iyophoben‘Schicht

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer:
lyophoben Schicht auf dem Dlisentrédger eines mit Flissig-
keitstrdpfchen arbeitenden Schreibgerites.

Ein solches Schreibgerdt ist durch die DE-0S 25 27 647
bekannt. Zum Schreiben ist mindestens eine in dem Tr&-
ger angeordnete Diise vorhanden, aus der bei Bedarf
Schreibfllissigkeit herausgestossen und auf einen vor

der Austrittséffnung der Diise angeordneten Aufzeichnungs-
trdger aufgebracht wird.

Um zu verhindern, dass die dem Aufzeichnungstridger
zugewandte Seite des Dlsentrdgers durch heraussickernde
Schreibfliissigkeit benetzt wird und dadurch Schreibar-
tefakte entstehen, aie das Schriftbild st&ren, kann der
Dlisentrdger auf der genannten Seite mit einer Schicht
versehen werden, deren Oberfldchenspannung niedriger als
die Oberflichenspannung der Schreibfliissigkeit ist.
Diese lyophoben, d.h. fllissigkeitsabstossenden Schichten
kdnnen aus Polydthylen oder Polytetrafluor&thylen be-
stehen.

Polytetrafluorithylen-Schichten kédnnen bekannterweise
durch Aufsintern des pulverf&rmigen oder dispergierten
Ausgangsmaterials erzeugt werden. Bel diesem Verfahren
ist es schwer, die Auftragsdicke zu steuern. Ferner wird
die Oberfldche leicht kdrnig, und eine partielle Uber-

deckung der Disendéffnungen ldsst sich schwer vermeiden.
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schicht
mit der geforderten niedrigen Oberflichenspannung zu
schaffen, die gleichméssig und porenfrei ist, die die
Diisentffnungen nicht #berdeckt, und deren Auftragsdicke
leicht zu steuern ist. Sie muss ausserdem weitere An~
forderungen beziiglich Haftfestigkeit, Abrieb- und
Ritzfestigkeit erfiillen.

Diese Aufgabe ist erfindungsgemdss dadurch geldst,

dass die Schicht aus einer organischen Verbindung in
einer Hochfrequenz-Niederdruck~Glimmentladung direkt

auf dem Disentr&ger erzeugt wird. Pazu werden die Disen-
trédger In eine Vakuumkammer gebracht, die nach dem
Evakuieren mit einer beispielsweise fluorhaltigen,
gasfdrmigen Verbindung durchstrdmt wird, wobei ein Druck
von T0'2 bis 10 mbar eingestellt und aufrechterhalten
wird. Des weiteren wird in der genannten XKammer eine
Hochfrequenz-Glimmentladung gezilindet, in deren zeit-
lichem Verlauf auf den Dilsentrigern eine diinne Schicht
aus einem Fluorpolymer gebildet wird. Die Ankopplung

der Hochfrequenzenergie kann dabei in bekannter Weise
kapazitiv mit Hilfe 2zweier innerhalb oder auch ausser-
halb der Kammer befindlichen Elektroden oder iﬁduktiv
mit Hilfe einer um die Kammer gelegten Spule erfolgen.
Die Anregungsfrequenz betridgt O;T MHz bis 30 MHz. Die
erhaltenen Fluorpolymerschichten sind sehr glsichméssig
und Uberdecken nicht die Diisendffnungen des Diisentrigers;
sie besitzen ausreichende Haft-, Abrieb- und Ritz-
festigkeit, und die Schichtdipke‘ist ber die Dauer

der Glimmentladung auf sehr einfache Weise regulierbar.
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Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines in der
Zeichnmung dargestellten Ausfiihrungsbeispieles ndher
erldutert.

In dem Ausfilhrungsbeispiel ist eine kapazitive An-
kopplung der Hochfrequenzenergie beschrieben. In der
Figur ist eine Vakuum—~ oder Entladungskammer gezeigt mit
einem Glaszylinder 1 und mit zwei Elektroden 2 und 3.
Die Elektrode 2 ist {iber eine Verbindungsleitung 4

und die Elektrode 3 lber ein Abfilhrungsrohr 5 fir
Reaktionsgase und Uber einen Deckel 6 der Entladungs-
kammer und schliesslich iiber eine Verbindungsleitung 7
mit einem Hochfrequenzgenerator 8 verbunden. Die Elektro-
de 2 kann mehrere zu beschichtende Diisentrdger 9 gleich-
zeitig aufnehmen und wird durch einen Wasserkreislauf
gekiihlt. Die Diisentrdger 9 liegen auf der Elektrode 2.
Die Elektrode 3 mit dem Abflihrungsrohr 5 ist durch be-
kannte und daher nicht dargestellte Mittel in der HOhe
verstellbar, so dass ein beliebiger Abstand der
Eiektroden 2 und 3 eingestéllt werden kann. Die Ent-
ladungskammer besitzt ausser dem Abfihrungsrohr 5 fir
Reaktionsgase auch ein Zufihrungsrohr 10.

Nach dem Einbringen der Diisentrdger wird die ge-
schlossene Xammer durch das Abfiihrungsrohr 5 mitsiner
Vakuumpumpe auf ca. 10-3 mbar evakuiert. Daraufhin wird
durch das Zufiihrungsrohr 10 gasfdrmiges Octafluorcyclo-
butan,-C4F8, zugefiihrt. Durch ein konventionelles und
daher nicht dargestelltes Drosselventil in der Gas-
abflihrung, wird das Saugvermdgen der Vakuumpumpe dann
soweit herabgesetzt, dass sich ein Arbeitsdruck von 1,0
mbar einstellt. Zur Ziindung der Glimmentladung wird an
die Anschliisse 4 und 7 eine von dem Hochfrequenzgenera-
tor 8 gelieferte Hochfrequenzspannung angelegt. Die

Frequenz betridgt 1 MHz. Im Verlauf von 5 Minuten wird auf
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den Diisentrigern eine Schicht von ca, 0 +1 [um

Bicke gebildet.

T Figur
6 Patentanspriiche
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Erzeugen einer lyophoben Schicht auf

dem Dﬁsentféger eines mit Flissigkeitstrodpfchen ar-
beitenden Schreibgerdtes, d ad aurch gekenn -
zeichnet , dass die Schicht in einer Hochfreguenz-
Niederdruck-Glimmentladung aus einer organischen Ver-
bindung direkt auf dem Diisentriger (9) erzeugt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, da durch g e -
kennzedlchnet , dass die organische Verbindung

fluorhaltig ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, daduzrch
gekennzedichnet ,6 dass die organische Ver-

bindung eine Perfluorkohlenstoff-Verbindung ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzedilichnet, dass als organische,
fluorhaltige Verbindung Tetrafluordthylen, Hexafluor-
propylen, Perfluorbutylen, Octafluorcyclobutan oder
Perfluorcyclohexan verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekenn=zedidichnet ,b dass
wdhrend der Glimmentladung ein Gasdruck der Aus-

2

gangsverbindung von 10" ° bis 10 mbar aufrecht-

erhalten wird.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
dadurch gekennzedlichnet , dass die
Anregungsfrequenz der Glimmentladung 0,1 MHz bis

30 MHz betrigt.
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